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Uktad generatora niskich czestotliwosci

Dziedzina techniki. Przedmiotem wynalazku jest uklad generatora ozwigkszonej statosci poziomu
wyjsciowego w szczegolnosci stosowanego jako generator cechujgcy.

Stan techniki. W dotychczasowym stanie techniki stosowane s3 rozwiazania oparte na zastosowaniu
elementéw nieliniowych w funkcji poziomu takich jak diody, tranzystory, termistory i temu podobne, wzglednie
uktady z mostkami zbudowanymi w oparciu o transformatory, ktére wjednej galezi posiadaja element
nieliniowy w funkcji poziomu na przykiad Zaréwke. Tego typu rozwiazanie jest stosowane na przyktad w opisie
patentowym USA nr 3157841 kl. (331-110) 21 a.

Znany jest tez uktad generatora wediug opisu patentowego PRL Nr 70020 kl. HO3b 3/02, w ktérym
gtéwny tranzystor regulacyjny w regulatorze napigcia jest dolaczony emiterem bezposrednio lub poprzez
rezystor do jednego zbiegundéw Zrédta zasilania, ktérego drugi biegun jest potaczony poprzez rezystor
regulacyjny z kolektorem gléwnego tranzystora regulacyjnego, skad zasilany jest obwdéd bazowy tranzystora.
oscylacyjnego, natomiast obwéd kolektorowy tego tranzystora jest zasilany z czesci rezystora regulacyjnego, lub
z jednego z jego koricdw, przy czym baza gltéwnego tranzystora regulacyjnego jest sterowana z przetwornika
napigcia, ktérego wejscie jest potaczone z jednym z wyj$¢ wzmacniacza dodatkowego. Wada tego uktadu jest to,
Ze zawiera on kondensatory, ktére ograniczajg stosowanie tego uktadu zwtaszcza dla niskich czestotliwosci,

Istota wynalazku, Zaprojektowano taki uktad generatora, ktéry bylby prosty w konstrukcji, nie wymagat
stosowania transformatoréw, odznaczal si¢ duZa statofcia poziomu wyjsciowego, mégt bycé stosowany
w szerokim zakresie czestotliwosci i mocy wyjsciowych oraz pozwalal sig tatwo scali¢ w ukladzie hybrydowym.
Zadanie to zostalo osiagnigte w ukladzie zawierajacym czton wzmacniajacy, znany mostek Wiena w galezi
selektywnej sktadajacy si¢ z dwdch rezystoréw i dwéch kondensator6w, dwéch rezystoréw w gatezi nieselektyw-
nej, z ktérych jeden jest eiementem nieliniowym w funkcji poziomu stabilizatora, dwéch rezystoréw oraz dwdch
tranzystoré6w dzigki temu, Ze miedzy wejécie czlonu wzmacniajacego a mostkiem Wiena zalaczono dwa
tranzystory oraz stabilizator w taki sposéb, ze baza drugiego tranzystora dotgczona jest poprzez kondensator do
masy ukladu oraz poprzez szeregowo polaczone rezystor i kondensator do wyjscia cztonu wzmacniajacego oraz
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poprzez rezystor do stabilizatora, baza pierwszego tranzystora dotaczona jest poprzez rezystor do stabilizatora,.

emitery - tranzystoréw pierwszego i drugiego potlaczone sa poprzez rezystor z zasilaniem ukladu, kolektor

tranzystora pierwszego potaczony jest z masg uktadu, za$ kolektor tranzystora drugiego z wejéciem czionu

wzmacniajacego i poprzez rezystor, z masa uktadu, a stabilizator potaczony jest jednym koricem z masa uktadu
_ a drugim koricem poprzez rezystor z napi¢ciem zasilania,

Zasadnicze korzysci wynikajace z zastosowania uktadu polegaja na eliminacji transformatorow osiagnieciu
duzej statosci napigcia wyjsciowego oraz mozliwosci scalenia w uktadzie hybrydowym,

Objasnienie rysunku, Wynalazek zostanie bliZej objasniony na przykladzie wykonania przedstawionym na
rysunku, ktéry przedstawia schemat ideowy generatora.

Przykiad wykonania. Uktad zawiera element wzmacniajacy 13, z ktdrego wyjécia sygnat podawany jest na
baze tranzystora 2 poprzez galeZ selektywna bedaca mostkiem Wiena, skladajacego sie z rezystordw 8 i9
i kondensatoréw 10 i 11, a w obwodzie kolektora tegoz tranzystora 2 znajduje si¢ rezystor 4, z ktérego sygnat
podawany jest na wejscie elementu wzmacniajacego 13. Jest to dodatkowa petla sprzezenia zwrotnego.
Natomiast petle ujemna stanowi dzielnik skladajacy si¢ z rezystoréw 6 i 7. Rezystor 7 podiaczony jest do
wyjécia uktadu wzmacniajacego, arezystor 6 do stabilizatora, z ktérych przynajmniej jeden jest elementem
nieliniowym w funkcji poziomu oraz tranzystor 1, ktérego baza jest polaczona z dzielnikiem okreflonym przez
warto$é rezystancji rezystoréw 6 i 7 a emiter z emiterem tranzystora 2 oraz z zasilaniem poprzez rezystor 3
Stabilizator 12 jest potgczony z napi¢ciem zasilania poprzez rezystor S.

Zasada dzialania ukladu. Zasada dziatania uktadu jest nastgpujaca. W momencie wiaczenia uktadu do
zasilania wielko$¢ petli ujemnego sprzezenia zwrotnego jest mata, co wynika z tego, e rezystancja 6 jest mata -
a 7 duza, Wi ten sposdb jest spetniony warunek wzbudzenia w petli dodatniej i uktad zageneruje na czestotliwosci
okreslonej przez mostek Wiena, sktadajacy si¢ z rezystoréw 8 i 9 i kondensatoréw 10 i 11, Natomiast warunek
amplitudy okre€laja: element wzmacniajacy 13, tranzystor 2, rezystor 4 oraz petla okredlona przez tranzystor 1
i dzielnik sktadajacy si¢ z rezystancji 6 i 7. W momencie, kiedy na wyjéciu elementu wzmacniajacego pojawi si¢
napigcie na skutek podgrzania elementu nieliniowego znajdujacego si¢ w dzielniku okreflonego przez rezystancje
6 i7 rosnie ujemne sprzeZenie zwrotne, co doprowadza do ustalenia si¢ napigcia wyjéciowego na poziomie
okreflonym przez wartos¢ ttumienia dzielnika sktadajacego si¢ z rezystancji 6 i 7, ktdra jest w przyblizeniu
réwna tlumieniu wprowadzonemu przez mostek Wiena. Wzrost ujemnej pe¢tli sprzeZenia zwrotnego mozna
osiagna¢ przez danie w miejsce rezystancji 6 elementu, ktdrego rezystancja rosnie w funkcji poziomu, na
przyktad Zaréwki, badZ przez danie w miejsce rezystancji 7 elementu, ktérego rezystancja maleje w funkcji
poziomu, na przyktad termistora, albo przez danie obu tych elementéw jednoczesnie,

Zastosowanie wynalazku, Uklad .moZe by¢ zastosowany wszedzie tam, gdzie wazne sg male wymiary
ukladu przy zachowaniu dosé wysokich parametréw technicznych. Uktad moze by¢ stosowany w szerokim
zakresie czestotliwosci idla réinych mocy wyjsciowych, Przez wprowadzenie pewnej regulacji wartosci
rezystancji rezystora, ktéry nie jest elementem nieliniowym, w dzielniku mozna uzyskaé regulaqg poziomu
wyjéciowego generatora.

Zastrzetenie patentowe

Uktad generatora niskich czestotliwodci zawierajacy czton wzmacniajacy, znany mostek Wiena w gatezi
selektywnej skladajacy si¢ z kondensatoréw oraz rezystoréw, rezystancji w galezi nieselektywnej, z ktdérych
jedna jest elementem nieliniowym w funkcji poziomu, stabilizatora, rezystoréw oraz dwdch tranzystoréw,
znamienny tym, Ze miedzy wejSciem cztonu wzmacniajacego (13) i mostkiem Wiena zatgczono dwa
tranzystory (1) i(2) oraz stabilizator (12) wtaki sposéb, Ze baza tranzystora (2) dolgczona jest poprzez
kondensator (10) do masy uktadu oraz poprzez szeregowo potaczone rezystor (9) i kondensator (11) do wyjécia
cztonu wzmacniajacego (13) oraz poprzez rezystor (8) do stabilizatora (12), baza tranzystora (1) dotaczona jest
poprzez rezystor (7) do wyjécia cztonu wzmacniajacego (13) oraz poprzez rezystor (6) do stabilizatora (12),
emitery tranzystoréw (1) i (2) potgczone sa poprzez rezystor (3) z zasilaniem ukladu, kolektor tranzystora (2)
polaczony jest z wejsciem cztonu wzmacniajacego (13) i poprzez rezystor (4) z masg uktadu, za$ kolektor
tranzystora (1) potgczony jest z masa uktadu, a stabilizator (12) potaczony jest jednym koricem z masa uktadu
a drugim koricem poprzez rezystor (5) z napigciem zasilania.
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